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3.3.1. Pomiary charakterystyk statycznych tranzystorów 

3.3.1.1. Pomiar charakterystyk wej�ciowej i przej�ciowej tranzystora bipolarnego 

UCC =                         RB =                          RC =               Tab.1. 

UBB UBE UC URB IRB IV2 IB URC IC 
Lp. 

V V V V µµµµA µµµµA µµµµA V mA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 

Uwaga: Jako UCC przyj�� warto�� UC zmierzon� przy najmniejszej zadanej warto�ci UBB 
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Charakterystyka wej�ciowa tranzystora IB=f(UBE) Charakterystyka przej�ciowa tranzystora IC=f(IB 

 
 

 

 

 

 Charakterystyka przej�ciowa tranzystora IC=f(UBE)  
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3.3.1.2. Pomiar charakterystyk wyj�ciowej tranzystora bipolarnego 

  =−=
B

BEBB
B R

UU
I             Tab.2. 

UCE IC 
              Lp. 

V mA 

1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   

8   
9   
10   

  
        Charakterystyka wyj�ciowa tranzystora IC=f(UCE) 

 
 
3.3.1.3. Pomiar charakterystyki przej�ciowej zł�czowego tranzystora polowego  
 

     
 Tab.3. 

            UGS            ID 
              Lp. 

           V            mA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

 
Charakterystyka przej�ciowa tranzystora polowego ID=f(UGS) 

Wzory i obliczenia 

Warto�� nachylenia charakterystyki pr�du drenu dla UGS = - 0.5V:     =
∆
∆=
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3.3.1.4. Pomiar charakterystyk wyj�ciowej zł�czowego tranzystora polowego 

 
    Tab.4. 

UDS ID 
Lp. 

V mA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
  

  Charakterystyka wyj�ciowa tranzystora ID=f(UDS)
 

 
 
3.3.2. Badanie wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym 

 
3.3.2.1. Obserwacja charakterystyki przej�ciowej wzmacniacza rezystorowego z 

tranzystorem bipolarnym 
 

 
Szkic obrazu z ekranu oscyloskopu 
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3.3.2.2. Pomiar cz�stotliwo�ciowej charakterystyki amplitudowej wzmacniacza 
rezystorowego  

                Uwe =                                          Tab.5. 

f a Cy Uwy k1 k 
Lp. 

Hz dz V/dz V V/V dB 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

Wzory i obliczenia 
 

 Napi�cie wyj�ciowe: Wzmocnienie: Wzmocnienie w dB: 

 
2ywy CaU ⋅=  

we

wy
1 U

U
k =  1klog20k ⋅=  

 
 

 

Charakterystyka amplitudowa wzmacniacza tranzystorowego 

 
f3dB z wykresu � 
 
 
f3dB do�wiadcz. 
� 

 
 
Wnioski 

 


